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１．概要（Summary） 

我々は Si導波路上に III-V族半導体光素子を多機能

集積した光回路の実現を目指している。その中で、光

源となる波長可変レーザの波長フィルタ等に用いる

極微細 Si 導波路を形成するためには、高精細露光法

を用いて、ウエハ面内で均一に微細パターンを形成す

る必要がある。そこで、電子ビーム(EB)露光法による

ウエハ面内での高均一・高精細パターン形成技術を調査

することを目的として、東京工業大学の科学技術創成研

究院未来産業技術研究所の設備を利用した技術代行

を依頼した。 

今回、EB 露光装置を用いて、導波路パターンのレ

ジスト形状のウエハ面内依存性を検証することで、EB

露光法による高均一・高精細パターン形成技術を調査

した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光装置 

(スピンコータ・ホットプレート・オーブン等を含む) 

電子ビーム露光データ加工ソフトウェア 

 

【実験方法】 

EB露光装置を用いて、2インチSi基板上のウエハ中心

及び外周に方向性結合器や、ループミラーといった導波

路パターンを形成した。露光は、加速電圧 100 kV、ビー

ム電流 200 pA、ドーズ量 300 C/cm2の条件で行った。 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

露光後の走査電子顕微鏡(SEM)による観察結果を Fig. 

1 に示す。ウエハ中心、外周共に良好な導波路パターン

のレジスト形状が得られた。導波路幅ばらつきに関しては、

2%以内と均一な微細パターンの形成が可能であることを

確認した。また、(c)、(d)に示すように 200 nmの狭いギャッ

プ部も所望の形状が得られた。以上から、EB 露光法は高

均一・高精細な Si導波路の作製に対し、優れた露光技術

であることを確認した。 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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Fig.1 SEM images for the fabricated waveguide 

pattern after e-beam lithography. 


